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【はじめに】多重積層量子ドット構造(QD)[1]の受

動導波路化技術としてイオン注入を用いた組成混

合(QDI)が検討されており[2]、我々は最大 190 nmの

フォトルミネッセンス波長のシフトを確認した[3]。

一方で半導体レーザの広域波長制御は、情報通信や

センシングといった幅広い応用のある要素技術で

ある。今回は QDI を用いて波長制御したレーザ

(QDI-LD)を作製、評価したので報告する。 

【実験】実験に用いた InAs / InAlGaAs多重積層 QD

ウエハは、InGaAsキャップ層(100 nm)、InAlAs上部

クラッド層(2 μm)、QD 30層(600 nm)および InAlAs

下部クラッド層(150 nm)を有する。これに B+イオン

をドーズ 1x1014 cm-2、加速電圧 120 keV で注入、

620℃で 60 秒アニールした QDI ウエハ上に、リッ

ジ構造のレーザ(QDI-LD)を作製した。また比較用に

QDIを行っていないQDウエハ上でもレーザを作製

した(QD-LD)。最後にこれらの入出力特性および

QDI-LDの発振スペクトルを評価した。 

【結果】QD、QDI ウエハのフォトルミネッセンス

(PL)波形を図 1に示した。QDIにより PL ピークが

約160 nmブルーシフトしていることが確認できる。

今回作製したレーザの入出力特性を図 2 に示した。

閾値電流密度はそれぞれ 20.0 kA/cm2(QDI-LD), 21.9 

kA/cm2 (QD-LD)である。また、スロープ効率を比較

すると QD-LDより QDI-LDの方が大きい。QDIに

おいてはアニールによって結晶回復が発生し、閾値

電流密度の低下やスロープ効率の改善に寄与した

と考えられる。また QDI-LDの発振スペクトルを図

3に示した。ピーク波長は 1355 nm(QDI-LD)であり、

QDIにより約 200 nmの発振波長のシフトが確認さ

れた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 QD, QDIウエハの PL波形 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 作製したレーザの入出力特性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3 作製したレーザの発振スペクトル 
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